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Laboratorium Elementéw Elektronicznych: ZASTOSOWANIE DIOD

1. CEL CWICZENIA

praktyczna weryfikacja dziatania diodowych:

O

ogranicznikdw napiecia,

uktadéw formujgcych sygnaty,

o
o uktadéw logicznych,
o

uktaddw prostowniczych.

2. WYKORZYSTYWANE MODELE | ELEMENTY

W trakcie éwiczenia wykorzystane zostana:
ptyta prototypowa NI ELVIS Prototyping Board (ELVIS) potgczona z komputerem PC,

wirtualne przyrzady pomiarowe Instruments (VI):

- Digital Multimeter (DMM),

- Function Generator (FGEN),

- Variable Power Supplies (VPS)

- Oscilloscope

(Scope)

oscyloskop cyfrowy Tektronix

multimetr Agilent

zestaw elementdéw przedstawionych w Tabeli 1.

Tabela 1. Wartosci elementéw do wykonania ¢wiczenia

Rezystory 10x1kO, 2x18kAO, 2x43 kA, 2x91KQ,

Kondensatory |1x 100 nF,
2x1uF,2x10 uF,2x100 uF, 2x 1000 uF

Diody prostownicze x 10,
Zenera:2x3,3V,2x4,3V, 2x51V,2x68V

3. PRZYGOTOWANIE KONSPEKTU

3.1.

Dla przedstawionych ponizej schematéw narysuj charakterystyki

Uwy=f(Uwe) w zakresie napie¢ wejsciowych (-10 V + +10 V),

przejsciowe

zakfadajac ze

charakterystyka diody | = f(U) jest idealna, z napieciem przewodzenia Up=0,7 V, rq=0 Q.
W celu weryfikacji przygotowanych charakterystyk
przeprowadzenia odpowiednich pomiaréw w Srodowisku NI ELVIS.

przedstaw

koncepcje
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Rys. 3.1. Schematy czwdrnikow z diodami pétprzewodnikowymi do wyznaczania charakterystyk
przejsciowych.

3.2. Wykorzystujgc diody potprzewodnikowe oraz rezystory o wartosci 1 kQ zaproponuj
schemat uktadu do przeksztatcania sygnatu ,tréjkatnego” o czestotliwosci 100 Hz i
amplitudzie 10 V, w sygnat sinusoidalny (Rys. 3.2). Przyjmij wspotczynniki linearyzacji

rowne: m;=1,0; m;=0,5; m3=0,33; ms=

0,25.
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Rys. 3.2. Ksztattowanie przebiegdw napieciowych — przeksztatcanie sygnatu tréjkatnego w
sinusoidalny.

3.3. Zaktadajgc ze sygnaty U, i Ug moga tylko przyjmowac wartosci 0 V lub +5 V (Rys. 3.3),
wyznacz poziomy napiecia wyjsciowego dla wszystkich czterech mozliwych kombinacji
napie¢ wejsciowych. Jaka funkcje logiczng realizuje przedstawiony uktad?
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Rys. 3.3. Diody w ukfadzie logicznym.

3.4. Przygotuj schematy: a). najprostszego prostownika jednopotéwkowego, b). prostownika
dwupotéwkowego z mostkiem Graetza. Zakfadajgc, ze do wejscia uktadu zostanie
doprowadzone napiecie sinusoidalne o amplitudzie 10 V i czestotliwosci 50 Hz, dotgcz
do wyjscia najmniejszy z dostepnych rezystoréow R, ktéry nie spowoduje przekroczenia
pradu wyjsciowego 10 mA. Nastepnie, z dostepnych kondensatoréw dobierz taki C, o
najmniejszej dostepnej pojemnosci, aby spetniony byt warunek: (1/R.C) < fuy
(czestotliwos¢ sygnatu wyjsciowego).

3.5. .Zaprojektuj ograniczniki napiecia dla zestawéw w Tabeli 1. Zwrd¢ uwage, aby prad
wyjsciowy nie przekraczat wartosci 10 mA dla napie¢ wejsciowych sinusoidalnych o
amplitudzie 10 V.

3.6. Wykorzystujac rysunek ptyty stykowej NI ELVIS przygotuj rysunki montazowe dla
uktaddw pomiarowych w tym éwiczeniu.

Tabela 1. Dane do ogranicznikéw napiecia

A B C D E

Zestaw Umin [V] Unmax [V] Umin [V] Unmnax [V] Umin [V] Unmnax [V] Unmin [V] Umax [V] Unin [V] Umax [V]

-4 +4 -75 +5 -4 +75 -51 +0,7 -0,7 +6,8
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4. PRZEBIEG CWICZENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Dla dwdch wybranych przez prowadzacego schematéw z punktu 3.1, przeprowadz
pomiary weryfikujgce dziatanie uktadéw oraz skonfrontuj z przygotowanymi
charakterystykami Uyy = f(Uwe). Pamietaj o doborze rezystoréw w ten sposdb, aby prady
ptyngce przez diody podczas pomiaréw nie przekraczaty 25 mA. Do wykreslenia
charakterystyki przejsciowej mozna wykorzystac:

a) metode ,,punkt po punkcie” (VPS, DMM, multimetr Agilent),

b) rejestracje pomiaréw na dwdch kanatach w Scope za pomoca funkcji LOG, przy
podaniu z FGEN sygnatu tréjkatnego o amplitudzie 10 V na wejscie ukfadu,

c) oscyloskop Tektronix pracujgcy w trybie XY, podajgc z FGEN (lub zewnetrznego
generatora) sygnat tréjkatny o amplitudzie 10 V na wejscie uktadu.

Zweryfikuj eksperymentalnie dziatanie uktadu przygotowanego w punkcie 3.2. Jaka
wartos¢ ma amplituda sygnatu wyjsciowego i dlaczego?

Zweryfikuj praktycznie dziatanie uktadu przedstawionego w punkcie 3.3. Pamietaj o
doborze rezystoréw w ten sposdb, aby prady ptyngce przez diody podczas pomiaréw nie
przekraczaty 25 mA.

Zweryfikuj eksperymentalnie dziatanie uktadéw przygotowanych w punkcie 3.4. Dokonaj
obserwacji dziatania ukfadéw bez kondensatora C, z kondensatorem C, oraz
w przypadku kondensatora C_. o pojemnosci dziesieciokrotnie wiekszej niz wyliczona
w punkcie 3.4. Jak zmienia sie przebieg napiecia wyjsciowego przy zmianach
czestotliwosci? Od czego zalezy amplituda napiecia tetnien na wyjsciu uktadu? Sprobuij
wyprowadzi¢ uproszczong analityczng zaleznos¢ na amplitude napiecia tetnien.

Dla dwdch wybranych przez prowadzgcego ogranicznikdw napiecia z punktu 3.5,
dokonaj weryfikacji praktycznej. Przedstaw na wykresie funkcje: Uwy=f(t) oraz
Uwy = f(Uwe) .
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